Elektronické pamäte – rozdelenie ( ROM, RAM ), realizácia čítania a zápisu   (pamäťová bunka – klopný obvod, princíp pamätania) .

I. Delenie podľa prístupu do pamäte : 

· RAM (random access memory) -  priamy (ľubovoľný) prístup do pamäte- výber podľa adresy

· SAM (serial access memory)  -sekvenčný prístup do pamäte 

· FIFO (first in first out) – fronta, rad

· LIFO (last in first out) –  zásobník

· CAM (conect adresable memory )- pamäte adresovateľné obsahom – výber podľa vlastností (napr. časť binárneho kódu) – v systémoch umelej inteligencie, v triediacich automatoch...

II. Delenie podľa čítania resp. zápisu do pamäte : 

· RWM (read / write memory) - často sa zamieňa  za RAM pamäť- umožňuje zápis aj čítanie

· ROM ( read only memory) – jednorázovo naprogramovaná pamäť, umožňuje len čítanie (nie je závislá od napätia) 

III. Delenie podľa funkcie : 

· Operačná pamäť – je typu RAM, RWM, závislé na napätí, CPU komunikuje len s OP musí byť rýchla, kapacita niekoľko resp. niekoľko desiatok MByte.

· Vyrovnávacie pamäte -   (CACHE pamäť) – slúžia na urýchlenie komunikácie CPU s OP, majú menšiu prístupovú dobu (sú rýchlejšie) než OP, sú typu RAM a RWM, závislé na napätí.

                     
1. úroveň - priamo v CPU (4kB pre dáta a 4kB pre inštrukcie)

2. úroveň – medzi CPU a OP ( 256kB až 1MB)

· Vonkajšie pamäte (sekundárne)- sú typu RWM, RAM , nie sú závislé od napätia. Majú veľkú kapacitu (rádovo 100MB až GB), sú pomalšie oproti OP.

IV. Delenie pamätí s priamym prístupom :

· STATICKÉ (SRAM)  - napr. BC bunka (binary cell), rýchle ale drahé pamäte s prístupovou dobou 15 až  25ns

· DYNAMICKÉ (DRAM) – s menšou prístupovou dobou ( 60- 100ns), ale na menšom priestore realizujú väčšiu kapacitu oproti SRAM

STATICKÉ:

BC hradlo – RS obvod , zapojený ako pamäťová bunka:


Input – vstup údaja do bunky- zápis (write)


output – výstup údaja z bunky – čítanie (read)

R / W –  1 - čítanie, 0 - zápis


select – výber bunky na základe jej adresy


ak R/W=1 a select=1, realizuje sa output - čítanie údaja z bunky 

ak R/W=0 a select=1, realizuje sa intput - zápis údaja do bunky 

DYNAMICKÉ: - pracujú na inom princípe

Na križovatkách nie sú BC hradlá, ale polovodičové prvky s vlastnosťami kondenzátora

- nabitý kondenzátor –1

- nenabitý – 0

Uplatňuje sa tzv. deštruktívne čítanie .Kondenzátor udrží stav veľmi krátky čas ( niekoľko ms), preto sa musia pamäťové miesta neustále obnovovať – REFRESH (občerstvovanie pamäte nezávislé od nej) asi 100 krát za 1s.

Sú pomalšie ako statické pamäte, sú ale menšie ( na jednom čípe 16Mbit ) a výrazne lacnejšie.

Refresh zdržuje CPU, blokuje zbernicu

V. Delenie permanentných pamätí :      - stále, nezávislé na napätí
· PROM ( programable read only memory) – predstava ako dynamické pamäte, len v uzloch mriežky sú diódy :     prepálená resp. prerazená (a teda vodivá) predstavuje – 1

       dobrá, neprerazená predstavuje – 0

· EPROM (erasable PROM) – mazatelné  pomocou UV žiarenia ( 30- 60 min. osvit ), programuje sa napätím, využívajú sa na zápis BIOS-u , fontov do tlačiarní...

· EEPROM (electronic EPROM) – elektronicky mazatelná  pamäť, vymaže sa celá

· EAPROM – mazanie jednotlivých bytov – sú drahšie

VI. Delenie pamätí podľa fyzikálneho princípu :

· elektromechanické – dierne štítky, pásky

· magnetické – feritové jadrá, mag. pásky, disky, diskety 

· magnetooptické

· optické – CD ROM, holografické pamäte

· elektrostatické – kapacitný záznam

· polovodičové
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